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6A 出力、 無負荷時ローパワー、 高効率、 同期型降圧
レギュ レータ
ISL8016
ISL8016 は、2.7 V から 5.5 V の入力電圧から 大で 6 A
出力を連続して得るこ とができる、 モノ リ シッ クの高
効率同期降圧 DC/DC コンバータです。 出力電圧は 0.6
V から VIN の範囲で設定可能です。 電流リ ミ ッ ト値の
設定機能、負電流保護機能、プリバイアススタート アッ
プ、 および過熱保護機能を備えており、 信頼性の高い
電源を構成するこ とができます。 電流制御アーキテク
チャの採用によって高速な負荷変動応答と優れたルー
プ安定性を実現しています。

ISL8016 は低オン抵抗の P チャネル MOSFET および N
チャネル MOSFET をペアで内蔵し、高い効率を得る と
と もに外付け部品点数の削減を図っています。 100%
デューティサイ クル動作が可能であ り、 6 A 出力時の
電圧降下は 200 mV 未満です。 スイ ッチング周波数を
設定できるほか、 外部クロ ッ ク同期にも対応している
ため、 低ノ イズが求められるアプ リ ケーシ ョ ンにも適
します。複数のISL8016を並列に接続して位相インター
リーブ動作を行う と、 入力ノ イズおよび出力ノ イズを
低く保ちながら、 出力が 6 A を超える電源回路を構成
するこ と も可能です。

軽負荷動作では不連続動作または強制連続動作に設定
するこ とができます。 強制連続動作にはノイズと RF 干
渉を抑制できるという メ リ ッ トがあり、一方の不連続動
作には軽負荷時のスイ ッチング損失が少なく高い効率
が得られるという メ リ ッ トがあり ます。

ISL8016 は、 放熱性能の高い放熱パッ ド付き リードフ
レームで構成された、 3 mm×4 mm サイズの 20 リード
QFN 鉛フ リーパッケージで供給されます。電源回路全
体を 1 平方センチ以下で構成可能です。

固定出力電圧品はお客様指定による特注仕様に対応し
ています。 詳細は 2 ページの 「注文情報」 を参照して
ください。 

特長
• 効率 大 97% の高効率同期降圧レギュレータ

• 温度 / 負荷 / ライン変動に対して精度 1% の電圧リ
ファレンス

• 固定電圧出力品を用意

• ±10% の電圧マージニング機能

• 任意の電流リ ミ ッ ト値を設定可能

• カレン ト シェア機能

• プリバイアス負荷状態でスタート アップ可能

• 1 ms または外部設定のソフ ト スタート回路内蔵、
内部補償または外部補償

• 停止時の出力コンデンサのソフ ト ス ト ップ放電

• スイ ッチング周波数を 500 kHz から 4 MHz の範囲
で設定可能 （デフォルト 1 MHz）

• 高 4MHz の外部クロ ッ クに同期可能、 マスターと
スレーブ間の位相シフ ト機能

• ピーク電流制限、 Hiccup モード短絡保護、 および
過温度保護

アプ リ ケーシ ョ ン
• DC/DC POL モジュール

• マイ クロコン ト ローラ / マイ クロプロセッサ、
FPGA、 DSP の電源

• ルータやネッ ト ワークスイ ッチのプラグイン
DC/DC モジュール

• ポータブル計装機器

図 1. 効率特性、 T = +25°C、 VIN = 5V
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ピン配置
ISL8016

(20 LD QFN)
上面図

注文情報
部品番号

（備考 1, 2, 3） マーキング 出力電圧 （V）

温度範囲

（°C） 
パッ ケージ

（鉛フ リー）

パッ ケージの

外形図

ISL8016IRAJZ 016A 出力電圧可変 –40 ～ +85 20 Ld 3x4 QFN L20.3x4

ISL8016IR12Z 016W 1.2V –40 ～ +85 20 Ld 3x4 QFN L20.3x4

ISL8016IR15Z 016B 1.5V –40 ～ +85 20 Ld 3x4 QFN L20.3x4

ISL8016IR18Z 016C 1.8V –40 ～ +85 20 Ld 3x4 QFN L20.3x4

ISL8016IR25Z 016F 2.5V –40 ～ +85 20 Ld 3x4 QFN L20.3x4

ISL8016IR33Z 016N 3.3V –40 ～ +85 20 Ld 3x4 QFN L20.3x4

備考 ：

1. テープ＆リールは部品番号の末尾に 「-T*」 を付加してください。 リールの詳細仕様については Technical Brief 「Tape and Reel 
Specification for Integrated Circuit （TB347）」 を参照してください。

2. これら鉛フ リーのプラスチッ クパッケージ製品には、 専用の鉛フ リー素材、 モールド素材、 ダイアタ ッチ素材を採用する と
と もに、 端子には亜鉛 100% の梨地メ ッキとアニーリ ングを実施しています （RoHS 指令に準拠する と と もに SnPb ハンダ付
け作業および鉛フ リーハンダ付け作業と も互換性のある e3 端子仕上げ）。 インターシルの鉛フ リー製品は鉛フ リー ・ ピーク
リ フロー温度において MSL 分類に対応し、 この仕様は IPC/JEDEC J STD-020 の鉛フ リー要件と同等か上回るものです。

3. 吸湿性レベル （MSL） については ISL8016 のデバイス情報ページを参照してください。 MSL の詳細については Technical Brief
「Guidelines for Handling and Processing Moisture Sensitive Surface Mount Devices （TB363）」 を参照してください。
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http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL8016
http://www.intersil.com/data/tb/tb363.pdf
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ピンの説明
ピン番号 名称 説明

1, 19, 20 PGND 電源グラ ン ド。

2, 3, 4 PHASE スイ ッ チ ノ ー ド。 イ ンダク タの片側端子に接続し ます。

5, 6, 7 VIN 入力電源電圧。 電源グラ ン ド との間に 22μF のセラ ミ ッ ク コ ンデンサを 2 個接続し ます。

8 PG オープン ド レ イ ン出力のパワーグ ッ ド。 10 kΩ から 100 kΩ の範囲の抵抗で VIN にプルア ッ プ し ま

す。 パワーオン時または EN ピンを High にする と、 出力がレギュ レーシ ョ ン電圧に到達し てから

1 ms 後に PG がハイ イ ンピーダンスにな り ます。

9 SYNCOUT 内部ク ロ ッ クか SYNCIN の立ち上がり エ ッ ジで ターンオンする 250μA の定電流出力です。SYNCOUT
ピンの電圧が 1 V に達する と、 リ セ ッ ト 回路が有効になって SYNCOUT を 0 V に放電し ます。 PFM
の軽負荷時には静止電流を抑えるため SYNCOUT は 0 V に維持されます。

10 SYNCIN モー ド選択ピン。 PWM モー ド にするには High レベルまたは入力電圧 VIN を与えます。 PFM モー

ド にするには Low レベルを与えるかグラ ン ド に接続し ます。 立ち上がり エ ッ ジを ト リ ガーと し て

外部同期を行う には、 外部のフ ァ ン ク シ ョ ンジ ェ ネレータ を接続し ます。 開放のと きに不定レベ

ルにならないよ う、 1 MΩ の内部抵抗でプルダウン されています。

11 EN レギュ レータ イネーブル。 High を与える と レギュ レータ出力が有効にな り ます。 Low を与える と

IC はシャ ッ ト ダウン し出力コ ンデンサは放電し ます。開放のと きに不定レベルにならないよ う、 1
MΩ の内部抵抗でプルダウン されています。

12 FS FS ピン とグラ ン ド間に接続し た抵抗 RFS によ って発振回路のスイ ッ チング周波数を設定し ます。

設定可能な動作周波数範囲は 500 kHz から 4 MHz です。 FS を VIN に接続する と、 内部補償が有効

にな り、 スイ ッ チング周波数はデフ ォル ト の 1 MHz に設定されます。

13 VSET レギュ レータの出力マージニング機能を設定し ます。SGND に接続する と出力電圧は 10% 下がり、

VIN を与える と 10% 上がり ます。 開放ではマージニング制御は行われません。

14 ISET レギュ レータのピーク出力電流リ ミ ッ ト および SKIP 電流リ ミ ッ ト を設定し ます。 SGND に接続す

る と 2 A、 VIN に接続する と 4 A、 開放では 6 A にそれぞれ設定されます。

15 SS ソ フ ト ス ター ト 時間を設定し ます。 SGND に接続する と出力電圧はデフ ォル ト の 1 ms をかけて上

昇し ます。 ソ フ ト ス ター ト 時間を変更するには SS と SGND 間にコ ンデンサを接続し ます。 デバイ

スあた り 33 nF 以上の容量を使用し てはな り ません。

16, 17 COMP, VFB レギュ レータの帰還ネ ッ ト ワークである VFB ピンは、 内部で ト ラ ンスコ ンダク タ ンス誤差アンプ

の反転入力に接続されています。 FS ピンに外部抵抗を接続する と、 COMP ピンは誤差アンプの出

力にな り ます。 内蔵補償回路を使う場合 （FS = VIN） は COMP ピンは SGND に接続し て く だ さい。

出力電圧は VFB ピンに接続し た外付け分圧抵抗で設定し ます。 適切な分圧回路によ って、 リ フ ァ

レンス電圧である 0.6 V から入力電圧である VIN の範囲で、 出力電圧を設定する こ とができます。

ほとんどのアプ リ ケーシ ョ ンでは内部補償回路のままで十分ですが、 一部の回路では補償回路を

外部に構成し たほうが高い性能が得られます。

VFB ピンの電圧は、 レギュ レーシ ョ ンの制御だけではな く 、 PG のステー ト 決定にも使われます。

固定出力電圧品を用いる場合は VFB には VOUT を接続し て く だ さい。

18 SGND 信号グラ ン ド。

EPAD 放熱パッ ドは所望の電気的特性を得るために SGND ピンに接続し て く だ さい。 パッ ド下面にはグ

ラ ン ド層に接続されているビアをでき るだけ多 く 設けて放熱性能を高めて く だ さい。
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アプ リ ケーシ ョ ンの代表例
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図 2. アプ リ ケーシ ョ ンの一例 ： シングルチ ッ プ構成、 6 A 出力
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* C3 is optional. Recommend
 putting a placeholder for it. Check
loop analysis first before use.

2x22µF

表 1. 部品定数の一覧

VOUT 0.8V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V 3.6V

C1 44µF 44µF 44µF 44µF 44µF 44µF 44µF

C2 (or C8) 2x47µF 2x47µF 2x47µF 2x47µF 2x47µF 2x47µF 2x47µF

C3 (or C5) 10pF 10pF 10pF 10pF 10pF 10pF 10pF

L1 (or L2) 0.47~1µH 0.47~1µH 0.47~1µH 0.68~1.5µH 0.68~1.5µH 1~2.2µH 1~2.2µH

R2 (or R5) 33k 100k 150k 200k 316k 450k 500k

R3 (or R6) 100k 100k 100k 100k 100k 100k 100k
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図 3. アプ リ ケーシ ョ ンの一例 ： 2 チ ッ プ構成、 12 A 出力
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ブロ ッ ク図

図 4. 機能ブ ロ ッ ク図
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絶対最大定格 （グランド基準） 温度情報

VIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . .–0.3V ～ +5.8V (DC) または +7V (20ms)
EN, FS, ISET, PG, SYNCOUT, SYNCIN VFB, VSET. . . . . . –0.3V ～ VIN+0.3V
PHASE  . . . –1.5V (100ns)/–0.3V (DC) ～ +6.5V (DC) または +7V (20ms)
COMP, SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0.3V ～ +2.7V
ESD 定格

人体モデル （JESD22-A114 にて試験）  . . . . . . . . . . . . . . . . 3kV
機械モデル （JESD22-A115 にて試験）  . . . . . . . . . . . . . . . 300V
デバイス帯電モデル （JESD22-C101E にて試験）  . . . . .1500V

ラ ッ チア ッ プ （JESD-78A にて試験 ; ク ラス 2、 レベル A） . . . .100mA @ +85°C

熱抵抗 （代表値） θJA (°C/W) θJC (°C/W)
3x4 QFN パッ ケージ （備考 4, 5） . . . 42 5

接合部温度範囲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –55°C ～ +125°C
保存温度範囲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –65°C ～ +150°C
鉛フ リー ・ リ フ ロープロ フ ァ イル. . . . . . . . .以下の URL を参照

http://www.intersil.com/pbfree/Pb-FreeReflow.asp

推奨動作条件
VIN 電源電圧範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7V ～ 5.5V
負荷電流範囲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0A ～ 6A
周囲温度範囲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40°C ～ +85°C

注意 ： 過度に長い期間にわたって 大定格点または 大定格付近でモジュールを動作させないでください。 そのよ うな動作条件
を課すと製品の信頼性に影響が及ぶ恐れがある と と もに、 保証の対象とはならない可能性があ り ます。

備考 ：

4. θJA はデバイスおよび放熱パッ ドを放熱効率の高い試験基板に実装し自由大気中で測定した値です。詳し くは Technical Brief 
「Thermal Characterization of Packaged Semiconductor Devices （TB379）」 を参照してください。

5. θJC の測定における 「ケース温度」 位置は、 パッケージ下面の放熱パッ ドの中心です。

アナログ仕様 特記のない限り、 すべてのリ ミ ッ ト値は 「推奨動作条件」 に対して規定されており、 また TYP 値 （代表値）
は次の条件で測定されています ： 特記のない限り、 TA = –40°C ～ +85°C, VIN = 3.6V, EN = VIN。 TYP 値 （代表値） は TA = +25°C
における値です。 太字のリ ミ ッ ト値は動作温度範囲 –40°C から +85°C に対して適用されます。

PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS
MIN

（備考 6） TYP
MAX

（備考 6） UNITS

INPUT SUPPLY

VIN Undervoltage Lockout Threshold VUVLO Rising, no load 2.5 2.7 V

Falling, no load 2.2 2.4 V

Quiescent Supply Current IVIN SYNCIN = GND, no load at the output 70 µA

SYNCIN = GND, no load at the output and no
switches switching

70 90 µA

SYNCIN = VIN, FS = 1MHz, no load at the output 8 15 mA

Shut Down Supply Current ISD SYNCIN = GND, VIN = 5.5V, EN = low 5 7 µA

OUTPUT REGULATION

Reference Voltage - ISL8016IRAJZ VREF VSET = VIN 0.651 0.660 0.669 V

VSET = FLOAT 0.594 0.600 0.606 V

VSET = SGND 0.531 0.540 0.549 V

Output Voltage - ISL8016IR12Z VVFB VSET = FLOAT 1.188 1.200 1.212 V

Output Voltage - ISL8016IR15Z VVFB VSET = FLOAT 1.485 1.500 1.515 V

Output Voltage - ISL8016IR18Z VVFB VSET = FLOAT 1.782 1.800 1.818 V

Output Voltage - ISL8016IR25Z VVFB VSET = FLOAT 2.475 2.500 2.525 V

Output Voltage - ISL8016IR33Z VVFB VSET = FLOAT 3.266 3.300 3.333 V

Output Voltage Margining VVFB VSET = VIN, Percent of OUTPUT changed 9.5 10 10.5 %

VSET = SGND, Percent of OUTPUT changed -10.5 -10 -9.5 %

VFB Bias Current - ISL8016IRAJZ IVFB VFB = 0.75V 0.1 µA

Fixed Output VFB Bias Current - ISL8016IRXXZ IVFB VSET = FLOAT, VFB = 10% above OUTPUT 6 µA

Line Regulation VIN = VO + 0.5V to 5.5V (minimal 2.7V) 0.2 %/V

Soft-Start Ramp Time Cycle SS = SGND 1 ms

Soft-Start Charging Current ISS VSS = 0.1V 1.4 1.8 2.2 µA

http://www.intersil.com/pbfree/Pb-FreeReflow.asp
http://www.intersil.com/data/tb/tb379.pdf
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OVERCURRENT PROTECTION

Current Limit Blanking Time tOCON 17 Clock 
pulses

Overcurrent and Auto Restart Period tOCOFF 8 SS cycle

Positive Peak Current Limit IPLIMIT ISET = FLOAT 7.7 9.5 11.5 A

ISET = VIN 5.5 6.5 8.0 A

ISET = SGND 3 4.0 5 A

Peak Skip Limit ISKIP ISET = FLOAT 1.6 2 2.4 A

ISET = VIN 1.0 1.35 1.6 A

ISET = SGND 0.85 A

Zero Cross Threshold -300 300 mA

Negative Current Limit INLIMIT -4.25 -3 -1.75 A

COMPENSATION

Error Amplifier Trans-Conductance FS = VIN 100 µA/V

FS with Resistor 200 µA/V

Trans-Resistance RT 0.117 0.138 0.16 Ω

PHASE

P-Channel MOSFET ON-Resistance VIN = 5V, IO = 200mA 31 45 mΩ

VIN = 2.7V, IO = 200mA 44 55 mΩ

N-Channel MOSFET ON-Resistance VIN = 5V, IO = 200mA 19 35 mΩ

VIN = 2.7V, IO = 200mA 25 50 mΩ

PHASE Maximum Duty Cycle 100 %

PHASE Minimum On-Time SYNCIN = High 140 ns

OSCILLATOR

Nominal Switching Frequency Fsw FS = VIN 800 1000 1200 kHz

FS with RS = 402kΩ 450 525 600 kHz

FS with RS = 42.4kΩ 3300 3900 4500 kHz

SYNCIN Logic Low to High Transition Range 0.70 0.75 0.80 V

SYNCIN Hysteresis 0.15 V

SYNCIN Logic Input Leakage Current VIN = 3.6V 3.6 5 µA

SYNCOUT Charging Current ISO PWM 210 250 290 µA

PFM 0 µA

SYNCOUT Voltage Low 0.3 V

PG 

Output Low Voltage 0.3 V

Delay Time (Rising Edge) 0.5 1 2 ms

PG Pin Leakage Current 0.01 0.1 µA

OVP PG Rising Threshold 0.80 V

UVP PG Rising Threshold 80 85 90 %

UVP PG Hysteresis 5 %

PGOOD Delay Time (Falling Edge) 7 µs

アナログ仕様 特記のない限り、 すべてのリ ミ ッ ト値は 「推奨動作条件」 に対して規定されており、 また TYP 値 （代表値）
は次の条件で測定されています ： 特記のない限り、 TA = –40°C ～ +85°C, VIN = 3.6V, EN = VIN。 TYP 値 （代表値） は TA = +25°C
における値です。 太字のリ ミ ッ ト値は動作温度範囲 –40°C から +85°C に対して適用されます。 （続き）

PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS
MIN

（備考 6） TYP
MAX

（備考 6） UNITS
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ISET, VSET

Logic Input Low 0.4 V

Logic Input Float 0.5 0.8 V

Logic Input High 0.9 V

Logic Input Leakage Current 0.1 1 µA

EN

Logic Input Low 0.4 V

Logic Input High 0.9 V

EN Logic Input Leakage Current 0.1 1 µA

Thermal Shutdown 150 °C

Thermal Shutdown Hysteresis 25 °C

備考 ：

6. データシート記載のリ ミ ッ ト値への準拠性は以下のいずれかで保証されています。 製造試験、 特性評価、 または回路設計。

アナログ仕様 特記のない限り、 すべてのリ ミ ッ ト値は 「推奨動作条件」 に対して規定されており、 また TYP 値 （代表値）
は次の条件で測定されています ： 特記のない限り、 TA = –40°C ～ +85°C, VIN = 3.6V, EN = VIN。 TYP 値 （代表値） は TA = +25°C
における値です。 太字のリ ミ ッ ト値は動作温度範囲 –40°C から +85°C に対して適用されます。 （続き）

PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS
MIN

（備考 6） TYP
MAX

（備考 6） UNITS
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代表的な動作特性 特記のない限り、 動作条件は次のとおりです ： TA = +25°C, VIN = 5V, EN = 3.3V, 
SYNCIN = VIN, L = 1.0µH, C1 = 2x22µF, C2 = 4x22µF, VOUT = 1.8V, IOUT = 0A ～ 6A

図 5. 効率 vs 負荷電流 （1 MHz、 3,3 VIN、 PWM） 図 6. 効率 vs 負荷電流 （1 MHz、 3,3 VIN、 PFM）

図 7. 効率 vs 負荷電流 （1 MHz、 5 VIN、 PWM） 図 8. 効率 vs 負荷電流 （1 MHz、 5 VIN、 PFM）

図 9. 消費電力 vs 負荷電流 （1 MHz、 VOUT = 1.8 V） 図 10. VOUT レギュ レーシ ョ ン  vs VIN （PWM、 VOUT = 1.8 V）

70

75

80

85

90

95

100

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

EF
FI

C
IE

N
C

Y 
(%

) 

IOUT (A) 

1.2VOUT 

1.8VOUT
2.5VOUT

1.5VOUT

70

75

80

85

90

95

100

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

EF
FI

C
IE

N
C

Y 
(%

) 

IOUT (A) 

1.2VOUT 
1.8VOUT

2.5VOUT

1.5VOUT

EF
FI

C
IE

N
C

Y 
(%

) 

IOUT (A) 

70

75

80

85

90

95

100

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

1.2VOUT 

1.8VOUT

2.5VOUT

1.5VOUT

3.3VOUT

EF
FI

C
IE

N
C

Y 
(%

) 

IOUT (A) 

70

75

80

85

90

95

100

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

3.3VOUT

1.2VOUT 1.8VOUT2.5VOUT 1.5VOUT

PD
 (W

) 

IOUT (A) 

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

5VIN PWM MODE

3.3VIN PWM MODE

V O
U

T 
(V

) 

VIN (V) 

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

3A LOAD

6A LOAD

0A LOAD



ISL8016

11 FN7616.1
2011 年 5 月 5 日

図 11. VOUT レギュ レーシ ョ ン  vs VIN （PFM、 VOUT = 1.8V） 図 12. VOUT レギュ レーシ ョ ン  vs VIN （1 MHz、 VOUT = 1.2V）

図 13. VOUT レギュ レーシ ョ ン  vs VIN （1 MHz、 VOUT = 1.5V） 図 14. VOUT レギュ レーシ ョ ン  vs VIN （1 MHz、 VOUT = 1.8V）

図 15. VOUT レギュ レーシ ョ ン  vs VIN （1 MHz、 VOUT = 2.5V） 図 16. VOUT レギュ レーシ ョ ン  vs VIN （1 MHz、 VOUT = 3.3V）

代表的な動作特性 特記のない限り、 動作条件は次のとおりです ： TA = +25°C, VIN = 5V, EN = 3.3V, 
SYNCIN = VIN, L = 1.0µH, C1 = 2x22µF, C2 = 4x22µF, VOUT = 1.8V, IOUT = 0A ～ 6A （続き）
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図 17. 無負荷での安定状態動作 （PWM） 図 18. 無負荷での安定状態動作 （PFM）

図 19. 全負荷での安定状態動作 図 20. 負荷変動応答 （PWM）

図 21. 負荷変動応答 （PFM） 図 22. 無負荷時のソ フ ト ス タ ー ト （PWM）

代表的な動作特性 特記のない限り、 動作条件は次のとおりです ： TA = +25°C, VIN = 5V, EN = 3.3V, 
SYNCIN = VIN, L = 1.0µH, C1 = 2x22µF, C2 = 4x22µF, VOUT = 1.8V, IOUT = 0A ～ 6A （続き）
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図 23. 無負荷時のソ フ ト ス タ ー ト （PFM） 図 24. 1 V プ リバイ アス時のソ フ ト ス タ ー ト

図 25. 全負荷時のソ フ ト ス タ ー ト 図 26. ソ フ ト 放電シ ャ ッ ト ダウン

図 27. 無負荷時の安定状態動作、 周波数 = 2 MHz 図 28. 全負荷時の安定状態動作、 周波数 = 2 MHz

代表的な動作特性 特記のない限り、 動作条件は次のとおりです ： TA = +25°C, VIN = 5V, EN = 3.3V, 
SYNCIN = VIN, L = 1.0µH, C1 = 2x22µF, C2 = 4x22µF, VOUT = 1.8V, IOUT = 0A ～ 6A （続き）
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図 29. 無負荷時の安定状態動作、 周波数 = 4 MHz 図 30. 全負荷時の安定状態動作、 周波数 = 4 MHz （PWM）

図 31. 出力短絡 図 32. 出力短絡からの復帰

代表的な動作特性 特記のない限り、 動作条件は次のとおりです ： TA = +25°C, VIN = 5V, EN = 3.3V, 
SYNCIN = VIN, L = 1.0µH, C1 = 2x22µF, C2 = 4x22µF, VOUT = 1.8V, IOUT = 0A ～ 6A （続き）
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動作説明
ISL8016はバッテ リ動作のハンドヘルド機器に適した降圧
スイ ッチングレギュレータです。 スイ ッチング周波数は
FS ピンを VIN に接続したときにデフォルトの 1 MHz に設
定されます。 FS と SGND 間に抵抗を接続すれば 500 kHz
から 4 MHz の範囲で設定可能です。 強制 PWM モード
（SYNCIN ピンが High） を選択しない限り、 レギュレータ
は軽負荷時に PFM で動作すると と もに、 スイッチング周
波数を下げてできるだけ高い効率を確保します。 このと
きの静止電流は代表値で 70μA です。

PWM コ ン ト ロール方式

SYNCIN ピンに High （0.8 V 以上） を与える と、 ISL8016
は出力電流に関らず PWM モードで動作します。 ISL8016
は電流モードのパルス幅変調 （PWM） コン ト ロール方式
を採用し、高速な負荷変動応答とパルスごとの電流制御を
実現しています。図 4 にブロ ッ ク図を示します。電流ルー
プは、 発振回路、 PWM コンパレータ、 電流センス回路、
および、電流ループの安定化に必要なスロープ補償回路で
構成されます。 スロープ補償は 360 mV/Ts です。電流セン
ス抵抗 Rt は代表値で 0.138 V/A です。電流ループ制御の基
準電圧には誤差アンプ （EAMP） 出力を利用しています。

PWM動作は発振回路が出力するクロ ッ クによって始ま り
ます。PWM サイクルの先頭で P チャネル MOSFET はター
ンオンし、 MOSFET 電流は増加を始めます。 電流アンプ
CSA の出力電圧とスロープ補償電圧との和が電流ループ
の制御 リ フ ァ レ ン ス電圧に到達する と、 P チャネル
MOSFET をターンオフし NチャネルMOSFET をターンオ
ンするよ うに、 PWM コンパレータは PWM ロジッ クに信
号を送出します。 PWM サイクルの終了まで N チャネル
MOSFET はオンの状態が維持されます。図 33 に PWM 動
作時の代表的な波形を示します。 点線はスロープ補償ラ
ンプと電流センスアンプ CSA 出力の和を示しています。

ISL8016 では電流ループに与える VEAMP 電圧を制御し
て出力電圧のレギュレーシ ョ ンを行っています。 バンド
ギャ ップ回路によって電圧ループには 0.6 V のリ ファレ
ンス電圧が与えられます。 また、 帰還信号は VFB ピン
から与えられます。 ソ フ ト ス ター ト回路ブロ ッ クはス
タート アップ時にのみ作用し、 詳細は後述します。 誤差
アンプは電圧誤差信号を電流出力に変換する ト ランス
コンダクタアンプです。 電圧ループは 55 pF および 168
kΩで構成される RCネッ ト ワークによって内部で補償さ
れています。 EAMP の 大電圧出力は 2.4 V で高精度に
ク ランプされています。

SKIP モー ド

SYNCIN ピンに Low （0.4 V 未満） を与える と コンバー
タは PFM モードで動作します。ISL8016 は負荷が軽い場
合にパルススキップモードに移行し、 スイ ッチング周波
数を下げてスイ ッチング損失を抑えます。図 34 にスキッ
プモードの動作を示します。図 4 に示すゼロクロスセン
ス回路によって、 N チャネル MOSFET 電流のゼロクロ
スを検出します。 インダクタ電流が連続 8 サイクルにわ
たってゼロまたは負になったこ とが検出される と、 レ
ギュレータはスキップモードに移行します。 この 8 検出
サイクルのあいだ、 インダク タ電流は負になってもかま
いません。電流がゼロを超えたサイ クルでカウンタはゼ
ロにリセッ ト されます。

スキップモードに移行する と、図 34 に示すよ うに、SKIP
コンパレータによってパルス変調が制御されます。 この
時点でも各パルスサイ クルは PWM ク ロ ッ クに同期して
います。 P チャネル MOSFET はクロ ッ クの立ち上がり
エッジでターンオンし、出力電圧が公称レギュレーシ ョ
ン電圧を 1.5% 上回るか電流がスキップ電流リ ミ ッ ト値
に達する と ターンオフします。 インダクタ電流は放電に
よって 0 A に下がりその値を保ちます。 内部クロ ッ クは
ディ スエーブル状態になり ます。負荷電流によって出力
コンデンサが放電されるため、出力電圧は緩やかに低下
します。 出力電圧が公称値まで低下する と、 P チャネル
MOSFET は内部ク ロ ッ クの立ち上が り エ ッ ジで再び
ターンオンし、 以上の動作を繰り返します。

出力電圧が公称電圧よ り も 1.5%低下する と、レギュレー
タは通常の PWM モード動作に復帰します。

図 33. PWM の動作波形
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図 34. スキ ッ プモー ド の動作波形
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スイ ッ チング周波数の設定

FS ピンを VIN に接続する と、 ス イ ッチング周波数は
1 MHz 一定とな り、 また、 内部補償が有効になり ます。
一方、 式 1 にも とづく抵抗を介して FS ピンを SGND に
接続する と、 500 kHz から 4 MHz の範囲でスイ ッチング
周波数を設定するこ とができます。

測定したスイ ッチング周波数と抵抗 RT との関係を図 35
に示します。 VIN は 2.7 V および 5.5 V です。

同期制御

ISL8016 は、SYNCIN ピンに与えた 500 kHz から 4 MHz の
範囲の外部クロ ッ クに同期して動作させるこ とができま
す。 SYNCIN に与える周波数は内部クロッ ク周波数よ り
も 50% 以上高くなければなり ません。 SYNCIN の立ち上
がりエッジによって、 PHASE パルスの立ち上がりエッジ
がト リガーされます。 PHASE ノードのオン時間が 140 ns
以上あるこ とを確認してください。

SYNCOUT はクロ ッ クまたは SYNCIN 信号（周波数が高
いほう ）の立ち上がりエッジで ト リガーされる 250μA 定
電流のパルス信号出力で、 スイ ッチング周波数のビート
発生を防ぐために他の ISL8016 の同期に使用します。詳
細は図36 を参照して ください。SYNCOUTパルスが0.8 V
スレ ッ シ ョ ルドに到達する と電流パルスは終端され、
SYNCOUT ピンは放電して 0 V に低下します。 レギュ
レータが軽負荷 PFM モー ド で動作し ている と きは
SYNCOUT は 0 V になり ます。 

マスター回路と スレーブ回路間で位相シフ ト を実装す
るには図 3 に示すよ うにコンデンサ C13 を追加します。
図 3 でマスター （上） の SYNCOUT からスレーブ （下）
の SYNCIN までの時間差は式 2 を用いて pF を単位と し
て求められます。

こ こで、 t はマスター回路とスレーブ回路間の所望の位
相シフ ト量で単位は ns です。プ リ ン ト基板の寄生容量と
して 3 pF から 10 pF 程度を考慮する必要があ り ます。

次のサイ クルが始まるまでにSYNCOUTが放電に十分な
時間を確保できるよ うに、 シフ ト量の 大は 1/Fs-100 ns
に制限されています。

1 MHz スイ ッチング動作時に、 マスターとスレーブ間の
位相シフ ト量と SYNCOUT ピンに接続した容量との関係
を図 37 に示します。

過電流に対する保護機能

図 4 に示すよ うに、CSA 出力を OCP コンパレータでモニ
ターする過電流保護機能を実装しています。 P チャネル
MOSFET電流から CSA出力に至る電流センス回路のゲイ
ンは 138 mV/A です。 CSA 出力が ISET で設定されるス
レッシ ョルドに達すると、 OCP コンパレータはト リ ップ
して P チャネル MOSFET を速やかにターンオフします。
各 ISET 設定に対応する OCP スレッシ ョルドは 7 ページ
の 「アナログ仕様」 を参照して く ださい。 ハイサイ ド
MOSFETに流れる電流モニターする過電流機能によって、
スイ ッチングコンバータは出力短絡から保護されます。

過電流状態が検出される と、 ハイサイ ド MOSFET は速や
かにターンオフし、 次のスイ ッチングサイ クルまでター
ンオンするこ とはあ り ません。 初の過電流状態が検出
される と過電流フォールトカウンタが 1 にセッ ト されま
す。 続くサイ クルでも過電流状態が検出される と、 過電
流フォール ト カウンタはインク リ メ ン ト していきます。
17 サイクルにわたって連続して過電流が検出される と、
レギュレータは過電流フォールト状態と してシャ ッ ト ダ
ウンします。過電流フォールトが発生すると、レギュレー
タは 8 サイクル分のソフ ト スタート期間を待ってから、
hiccup モードで再起動を試みます。8 サイクル分のソフ ト
ス ター ト待機時間が終わる と フォール ト カウンタは リ
セッ ト され、 ソフ ト スタートが再度実行されます。 8 サイ
クル分のソフ ト スタート待機時間中に過電流状態が解消
していれば、hiccup モードが終了したのち、出力はレギュ
レーシ ョ ン動作に戻り ます。

RT kΩ[ ] 220 103⋅
fOSC kHz[ ]
------------------------------ 14–= （式 . 1）

図 35. 周波数 vs RT
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図 36. 外部同期動作の波形
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負電流に対する保護機能

図 4 に示すよ うに、 過電流保護機能と同様に、 ローサイ
ド NチャネルMOSFET を流れる電流をモニターする負電
流保護機能を実装しています。 インダクタ電流のバレー
点電流が 4 連続サイクルにわたって－ 3 A を下回る と、P
チャネル MOSFET と N チャネル MOSFET の両方をター
ンオフします。N チャネル MOSFET に並列に接続された
100Ω抵抗がオンになり、出力を放電してレギュレーシ ョ
ンへの復帰を試みます。 出力がレギュレーシ ョ ン範囲に
入ればスイ ッチング制御が始ま り ます。レギュレータは、
必要に応じて、20μsにわたってPFMで動作してから PWM
に切り替わり ます。

パワーグ ッ ド出力

PG ピンは、降圧レギュレータ出力電圧を常時モニターし
ているウ ィンド ウコンパレータのオープンドレイン出力
です。EN ピンに Low が与えられている と き、および、降
圧レギュレータのソフ ト スタート期間中は、 PG ピンは
Low に駆動されます。ソフ ト スタートが終わって 1 ms 経
過後に、出力電圧が VFB によって設定された公称レギュ
レーシ ョ ン電圧範囲内にあれば、PG はハイインピーダン
スにな り ます。 VFB が公称レギュレーシ ョ ン電圧から
15% 低下した場合、 あるいは公称レギュレーシ ョ ン電圧
から 0.8 V 高くなった場合、ISL8016 は PG を Low にド ラ
イブします。 フォールト状態が発生した場合、 フォール
ト状態が解消されるまで、 ソフ ト スタート を試行しなが
ら PG は Low の状態を維持します。 パワーグッ ド と して
ロジッ クレベルでの出力が必要な場合は、 抵抗 R1 を追
加して PG ピンを VIN にプルアップしてください。 一般
的なアプリケーシ ョ ンでは 100 kΩ が適当です。

アンダーボルテージロ ッ クアウ ト （UVLO）

入力電圧がアンダーボルテージロ ッ クアウ ト （UVLO）
スレ ッシ ョルドを下回る と、 レギュレータはディ スエー
ブル状態になり ます。

ソ フ ト ス ター ト

ソ フ ト ス ター ト はスター ト アップ中の突入電流を抑え
る機能です。 ソフ ト スタート回路からランプ リ ファレン
ス信号が出力され、 誤差アンプの入力に与えられます。
この電圧ランプによってインダク タ電流の増加と出力
電圧の上昇が制限され、出力電圧は制御された状態で上
昇します。VFB 電圧がソフ ト スタート開始時点において
0.1 V 未満の場合は、スイ ッチング周波数を 200 kHz に下
げて、 負荷が軽い場合に出力を滑らかに上昇させます。
プ リバイアス出力をサポートするために、 ソフ ト スター
ト中はデバイスは SKIP モードで動作します。

SS ピンを SGND に接続した場合の内部ソフ ト スタート
時間はおよそ 1 ms です。 ソフ ト スタート時間を変更す
るにはSS ピンと SGNDの間にコンデンサを接続します。
コンデンサ容量と内蔵の 1.6μA 電流源によってコンバー
タのソフ ト スタート時間 tSS が決ま り ます。 

フォール ト後にソフ ト ス ター ト リ セッ ト を適切に実行
するために、 CSS は 33 nF 未満でなければなり ません。

図 38 に、 CSS 容量と出力ソフ ト スタート時間の関係を、
実測値および計算値で示します。

イネーブル

電源シーケンスなどを目的にレギュレータのターンオ
ンおよびターンオフを制御するにはイネーブル （EN） ピ
ンを用います。 レギュレータをイネーブルにする と、 バ
ン ド ギ ャ ッ プ リ フ ァ レン スが起動する までのおよそ
600μs （代表値） が経過してから、 ソフ ト ス ター ト が始
ま り ます。

放電モー ド （ソ フ ト ス ト ッ プ）

シャ ッ ト ダウンモードへの遷移が発生した場合、 あるい
は入力で UVLO が発生した場合、出力は内部の 100Ω ス
イ ッチを介してグランドに放電されます。SS に外付けコ
ンデンサが接続されている と放電モードはディ スエー
ブルになり ます。

パワー MOSFET
内蔵のパワー MOSFET はできるだけ高い効率が得られ
るよ うに 適化されています。 P チャネル MOSFET の
オン抵抗は代表値で 30 mΩ、 N チャネル MOSFET のオ
ン抵抗は代表値で 20 mΩ です。

100% デューテ ィ サイ クル

ISL8016 は、 機器のバッテ リ を 後まで使い切るこ とが
できるよ うに、 100% デューティサイ クル動作に対応し
ています。 ISL8016 が出力のレギュレーシ ョ ンを維持で
きないレベルにまでバッテ リ電圧が低下する と、 レギュ
レータは P チャネル MOSFET を完全にターンオンしま
す。 100% デューティサイ クル動作時の電圧降下の 大
値は、 負荷電流と P チャネル MOSFET のオン抵抗との
積で求められます。

サーマルシャ ッ ト ダウン

ISL8016 にはサーマル保護機能が内蔵されています。内部
温度が +150°Cに達するとレギュレータは完全にシャッ ト
ダウンします。温度が +125°C まで低下すると、 ソフ ト ス
タート を経由して通常動作に復帰します。

CSS μF[ ] 3.33 tSS s[ ]⋅= （式 . 3）
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アプ リ ケーシ ョ ン情報
出力インダク タおよび出力コ ンデンサの選択

安定状態での動作と過渡応答での動作の両方に対応で
きるよ うに、出力インダク タには一般に 1.0μH を使用し
ます。 コンバータ全体の性能を 適化するために、 これ
以外の値のインダク タンスを使用してもかまいません。
たとえば、 出力電圧が 3.3 V のアプリ ケーシ ョ ンで、 イ
ンダク タ電流 リ ップルと出力電圧 リ ップルを抑えたい
のであれば、 出力インダクタンス値を大き く します。
大出力電流のおよそ30%になるよ うに リ ップルインダク
タ電流を設定する と 適な性能が得られます。 インダク
タの リ ップル電流は式 4 で表されます。

インダク タの飽和電流定格はピーク電流よ り も大き く
なければな り ません。 ISL8016 で保護機能が働く ピーク
電流は代表値で 9 A です。 そのため、 インダクタの飽和
電流定格と しては、 大出力電流を得るアプ リ ケーシ ョ
ンでは 12 A 以上が必要です。

ISL8016 は補償ネッ ト ワークを内蔵しており、必要な出力
コンデンサ容量は出力電圧によって変わり ます。 X5R ま
たは X7R タイプのセラ ミ ッ クコンデンサを推奨します。

コンバータシステム全体の安定化に必要な出力コンデ
ンサの 小容量を出力電圧ごとに表 1 に示します。出力
コンデンサ容量を大き くする と過渡応答性能が向上し
ます。

出力電圧の設定

出力電圧を分圧し、内部リ ファレンス電圧との相対電圧
と して誤差アンプの反転入力に帰還する外付け分圧回
路を用いて、 レギュレータの出力電圧を設定します （図
2 参照）。

出力電圧設定抵抗 R2 は選択した帰還抵抗値と所望の出
力電圧によって決ま り ます。帰還抵抗値は式 5 において
一般に 10 kΩ から 100 kΩ の範囲です。 

出力電圧と して 0.6V を得たい場合は、 R3 は実装せずに
R2 を短絡 （0Ω） します。 VIN ピンから PHASE ピンに
リーク電流が流れます。 出力をプ リ ロードする場合は
10μA を推奨します。コンデンサ C3 を追加する と過渡応
答特性が向上します。 C3 は、 R2 との組み合わせでコー
ナー周波数が 80 kHz となるよ うにまず選択し、 その後
適な値を探して ください。

7 ページの 「アナログ仕様」 に記載のとおり、VSET ピン
によってマージニング機能が有効になり ます。

MOSFET の 小オン時間仕様を制約条件と してスイ ッ
チング周波数によって決まる 小出力電圧を図 39 に示
します。

入力コ ンデンサの選択

入力コンデンサの主な役割は、寄生インダク タンスに対
するデカップリ ングと、 バッテ リ系統へのスイ ッチング
電流の逆流を防止するフ ィルタ機能のふたつです。入力
コンデンサには X5R または X7R の 22μF以上のセラ ミ ッ
ク コンデンサ 2 個をまず選択し、 その後 適な値を探し
て ください。

ループ補償の設計

FSピンと SGNDの間に外付け抵抗を接続する と外部ルー
プ補償用の COMP ピンが有効になり ます。 ISL8016 は一
定周波数でスイ ッチングするピーク電流モード コン ト
ロールアーキテクチャを採用し、高速なループ過渡応答
を実現しています。 ハイサイ ド MOSFET に並列に接続
した正確な電流センスパイ ロ ッ ト デバイ スを用いて、
ピーク電流制御信号と過電流保護を行っています。 イン
ダクタピーク電流は一定で、 かつ、 システムは一次系の
ため、 インダクタは状態変数とはみなされません。 タイ
プ II補償回路を用いる と電圧モード制御に比べてループ
をよ り簡単に安定させる こ とができます。 ピーク電流
モード制御には良好なラ インレギュレーシ ョ ンが得ら
れる入力電圧フ ィ ー ド フ ォ ワード機能がも と も と備
わっています。 図 40 に同期降圧レギュレータの小信号
モデルを示します。

ΔI
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--------–
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•

L fS•
------------------------------------= （式 . 4）
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---------- 1–⎝ ⎠
⎛ ⎞= （式 . 5）

図 39. 最小出力電圧 VOUT vs ス イ ッ チング周波数
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PWM コ ンパレータのゲイ ン Fm ：

ピーク電流モード制御のPWMコンパレータのゲインFm
は式 6 で与えられます。

こ こで、 Se はスロープ補償のスルーレートで、 Sn は式 7
で与えられます。 

こ こで、Rt は電流アンプのゲインにあたる ト ランスレジ
スタンスです。

電流サンプ リ ング伝達関数 He(S) ：

電流ループの電流信号は各スイ ッチングサイ クルでサ
ンプリ ングされます。 伝達関数は以下のとおりです。

こ こで、Qn と ωnは次のよ うに与えられます。 

パワーステージの伝達関数

コン ト ロールから出力に至る伝達関数 F1(S) は次のとお
りです。

こ こで、

コン ト ロールから インダク タ電流に至る伝達関数 F2(S)
は式 10 で与えられます。

こ こで、 .

電流ループゲイン Ti(S) は式 11 で表されます。

開電流ループでの電圧ループゲインは次のとおりです。

閉電流ループでの電圧ループゲインは式 13 で与えられ
ます。

こ こで、 で、 VFB は電圧誤差アンプの帰還電圧で
す。 Ti(S)>>1 のと き、 式 13 は式 14 のよ うに簡略化でき
ます。

式 14 から、システムはスイ ッチング周波数の 1/2 よ り も
低い周波数に 1 個のポールを持つ一次系であるこ とが分
かり ます。 そのため、 タイプ II 補償回路を使ってシステ
ムを簡単に安定させるこ とができます。

図 41 にタイプ II 補償回路を示すと と もに、 その伝達関
数を次の式に示します。

こ こで、

補償回路の設計目標は次のとおりです。

高 DC ゲイン

ループ帯域 fc: 

ゲインマージン ： >10dB

位相マージン ： 40°

補償回路の設計手順は次のとおりです。

補償ゼロ  を配置します。

高 DC ゲインを得るために、 補償ポール 1 個をゼロ周波
数に配置する と と もに、別の補償ポール 1 個を ESR ゼロ
周波数か 1/2 スイ ッチング周波数のいずれか低いほうに
配置します。 オプシ ョ ンのゼロによって位相マージンが
増加します。R2 と C3 によって ωCZ2 はゼロにな り ます。

補償ゼロ  を配置します。

ク ロスオーバー周波数 fc におけるループ利得 Tv(S) はユ
ニティゲインです。 ゆえに、 補償抵抗 R6 は以下によっ
て決ま り ます。 
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------------------------------= = （式 . 6）
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Îo
d̂
----

Vin
Ro RLP+
-----------------------

1 S
ωz
------+

S
2

ωo
2

------- S
ωoQp
-------------- 1+ +

--------------------------------------= = （式 . 10）

ωz
1

RoCo
-------------=

Ti S( ) RtFmF2 S( )He S( )= （式 . 11）
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図 41. タ イ プ II 補償回路
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こ こで、 GM は各位相における電圧誤差アンプの ト ラン
スコンダク タンス gm の和です。補償コンデンサ C6 は以
下の式で与えられます。

例：VIN = 5V、Vo = 2.5V、Io = 6A、fs = 1MHz、Co = 44µF/3mΩ、
L = 1µH、 GM = 100µs、 Rt = 0.25V/A、 VFB = 0.6V、 Se =
0.15V/µs、 Sn = 2.55×105V/s、 fc = 100kHz のと き、補償抵抗
R6 は 120 kΩ。

補償ゼロを 1.5 kHz （≒ 1.5×CoRo） に配置し、 補償ポー
ルを ESR ゼロである 390 kHz に配置します。補償コンデ
ンサは次のとおりです。

C6 = 220pF、C7 = 3pF（VCOMP と GND 間にはおよそ 3 pF
の寄生容量が存在するため C7 の実装は任意です）。

図 42 にシ ミ ュレーシ ョ ンしたループ利得応答を示しま
す。ループ帯域は 95 kHz、位相マージンは 79° で、10 dB
以上のゲインマージンが存在するこ とがわかり ます。

プ リ ン ト 基板の設計ガイ ド ラ イン

プリ ン ト基板のレイアウ ト設計は、 コンバータ回路から
所望の性能を得るためにも、重要な設計ステップのひと
つです。 ISL8016 では、 出力インダクタ L、 出力コンデ
ンサ COUT、 PHASE ピン、 および PGND ピンによって電
源ループが形成されます。 この電源ループはできるだけ
小さ く構成する と と もに、 関連する信号は幅の広い ト
レースを用いて 短で接続しなければなり ません。 コン
バータのス イ ッ チング ノ ー ド であ る PHASE ピン と
PHASE ピンに接続される ト レースには多くのノ イズが
重畳しますので、電圧帰還ト レースはこれら ノ イズの多
い ト レースからはでき るだけ離してルーテ ィ ングして
ください。入力コンデンサは VIN ピンのできるだけ近く
に配置し、入力コンデンサと出力コンデンサのグランド
は互いに近くに接続して ください。デバイスの熱は主に
サーマルパッ ド を通して拡散していきます。 サーマル
パッ ドに接続される銅箔面積をでき るだけ広く確保し
て ください。 また、 EMI 性能を高めるにはベタグランド
層が効果的です。 適切な放熱性能を得るために、 サーマ
ルパッ ド内に少なく と も 5 個のビアを設けてグランドに
接続して ください。

C6
1

R6ωcz
----------------- C7

1
2πR6fesr
-------------------------=,= （式 . 17）
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図 42. ループ利得のシ ミ ュ レーシ ョ ン結果
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インターシルは、 www.intersil.com/design/quality/ に記載の品質保証のとおり、

ISO9000 品質システムに基づいて、 製品の製造、 組み立て、 試験を行っています。

インターシルの製品は製品に関する情報のみを提供して販売されます。 インターシルは、 予告なしにいかなる時点においても、 回路設計、 ソフ ト
ウェア、 仕様を変更する権利を有します。 したがいましてお客様におかれては、 部品を発注する前に、 データシートが 新であるこ とをご確認く
ださるよ うにお願いいたします。 インターシルが提供する情報は正確かつ信頼でき う るものと考えており ますが、 その使用に関して、 インターシ
ルおよび関連子会社は責を負わないものとします。 また、 その使用に関して、 第三者が所有する特許または他の知的所有権の非侵害を保証するも
のではあり ません。 インターシルおよび関連子会社が所有する特許の使用権を暗黙的または他の方法によって与えるものではあり ません。

インターシルの会社概要については www.intersil.com をアクセスして ください。

FN7616.1
2011 年 5 月 5 日

インターシルのそのほかの製品については www.intersil.com/product_tree/ を参照して ください。

製品
インターシルは高性能アナログ半導体の設計および製造に関する世界的な リーダーです。当社の製品は、フラ ッ トパ
ネルディ スプレイ、携帯電話、 ハンドヘルド製品、 ノートパソコンなど、急速な成長を遂げているマーケッ ト を対象
と しています。インターシルではパワーマネージメン ト機能やアナログ信号処理機能に対応した製品ファ ミ リ を取り
揃えています。 製品ファ ミ リの詳細については www.intersil.com/products をアクセスして ください。

* アプリ ケーシ ョ ン、関連ドキュ メン ト 、関連部品については、www.intersil.com 内の ISL8016 のページを参照して く
ださい。

本データシートに関するご意見や誤りのご指摘は www.intersil.com/askourstaff からご連絡ください。

信頼性に関するデータは rel.intersil.com/reports/search.php を参照して ください。

改訂履歴
この改訂履歴は参考情報と して掲載するものであ り、正確を期すよ うに努めてはいますが、 内容を保証するものでは
あ り ません。 新のデータシートについてはインターシルのウェブサイ ト をアクセスして ください。

日付 レビジ ョ ン 変更点

2011/4/21 FN7616.1 図 6 と図 8 の曲線を滑らかに

2011/3/31 FN7616.0 初版リ リース

http://www.intersil.com/products
http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL8016
http://www.intersil.com/askourstaff
http://rel.intersil.com/reports/search.php
http://www.intersil.com/product_tree/
http://www.intersil.com/design/quality
http://www.intersil.com
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パッ ケージ寸法図
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推奨ラ ン ドパターンの例

備考 ：

1. 寸法の単位は mm です。

（ ） 内の寸法は参考値です。

2. 寸法と公差は ASME Y14.5m-1994 に従っています。

3. 特記のない限り、 公差は DECIMAL ±0.05 です。

4. 寸法は金属端子に適用され、 端子先端から 0.15mm ～ 0.25mm
のポイ ン ト で計測し た値です。

5. タ イバー （示されている場合） は非機能性です。

6. 1 ピンの識別子はオプシ ョ ンですが、 表示されているゾーン内に配

置されます。 1 ピンの識別子はモール ド またはマーキングで示され

ます。


